Cviceni z +AES - méireni na optoel ektronickych vazebnich ¢lenech

Méreni na optoelektronickych vazebnich élenech

Méteni jsou provadéna na nékolika typech optoclent. Optocleny jsou v pouzdrech DIL se ¢tyimi nebo Sesti
vyvody, rozmisténi vyvodi v pouzdrech je nasledujici:
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BliZSi specifikace metenych optocleni je k dispozici v podobé katalogovych listt na cvicenich.
Méreni CTR (Current Transfer Ratio):
Trocha teorie:

CTR je proudovy prenosovy cinitel optoc¢lenu. Definovéan je jako pomér zmeny kolektorového proudu
piijimaciho tranzistoru ku zmené proudu vysilaci diodou.
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Hodnota CTR je zavisla na nastaveni pracovniho bodu, nateploté i na case.
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Postup méreni:

1. Obvod zapojte na pracovni destiéce podle schématu. Uvedené hodnoty rezistori Rd a Rk jsou
pouze orientacni alze je podle typu méreného optoclenu zménit.

2. Regulovatelnym zdrojem v obvodu vysilaci diody nastavte proud Ip diodou tak, aby hodnota
vystupniho napéti Uk g fototranzistoru byla pribliZzné polovina napgjeciho napéti, tj. kolem 7+-8V.
(ZvySovanim proudu diodou se vystupni napéti Uk e sniZuje a naopak.)

3. Zmeéite napéti narezistorech Rd a Rk.

4. Nyni zmeite hodnotu proudu Ip tak, aby se hodnota Uk e zménila oproti bodu 2 o cca1V.

5. Zmette opét napéti narezistorech Rd a Rk. Ze zmén napéti oproti bodu 3 a prislusnych hodnot
rezistora vypocitejte hodnoty zmeén prouda Ip alk:
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6. Vyslednou hodnotu CTR |ze vypogitat z jiZ zminéného vztahu:
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Casto je tato hodnota udavana v procentech:
AT
CTR, = —%.100
AT

Méreni dynamickych vlastnosti optoclenu:

Trocha teorie:

Optoclen |ze pouzit nejen pro prenos a galvanické oddéleni analogovych signalt, ale téz pro prenos
¢idlicovych (dvoustavovych) signdlt. V tom pripadé je dileZitym parametrem maximani kmitocet
pirenaSeného signélu.
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Postup méreni:

1. Zapojeni je podobné jako pii méreni CTR, pouze regulovatelny zdroj v obvodu vysilaci diody je
nahrazen generatorem obdélnikového signalu.

2. Prabéh napéti Uk g vystupniho fototranzistoru je sledovan na osciloskopu. Druhy kand
osciloskopu pouZijeme ke sledovani pribéhu napéti z generatoru.

3. Kmitocet obdél nikového signalu z generédtoru nastavime nejprve nacca 100Hz. Amplitudu a
offset nastavime tak, aby vystupni napéti nabyval o pouze kladnych hodnot a aby se vystupni
fototranzistor optoc¢lenu naplno oteviral. Pozndme to tak, Ze priabéh Uk g bude také piiblizné
obdélnikovy a bude nabyvat stiidavé hodnoty napgjeciho napéti (15V) atéméi nulové hodnoty.

4. Nyni budeme kmitocet napéti z generétoru postupné zvySovat. S rostoucim kmitoétem zagnou byt
na prabéhu Uk g znatel nd zaobleni nabéZné a dobézné hrany. Pribehy napéti generatoru Ug a
Uk e budou mit priblizn¢ nésledujici tvar:
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5. Budeme-li ddle zvySovat kmitocet, dostaneme se az do stavu, kdy jiZ napéti Uk e nestaci piebihat
mezi nulovou hodnotou a hodnotou napdjeciho napéti. Za maximalni kmitocet prenéSeného
signalu se povaZzuje takovy kmitocet, pii kterém Uk g jesté staci prebihat od 10% do 90%
napéj eciho napéti.
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